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	Рис. 4—7. Зависимость ЭПП гетеролазера {1,2) и параметра оптического ограничения Г {Г, 2') от толщины активного слоя для двух первых ТЕ мод на длинах волны генерации. Кривые I и II характеризуют материал эмиттеров и Alo.3aGao.62As соответственно.
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